Elektrické pole v latkovém prostredi



Kondenzovany stav — plyn, kapalina, pevna latka

vodiée — vedeni proudu prostrednictvim vodivostnich elektron(
nevodice, dielektrika — bez volné pohyblivych nabojl, nedochazi
k odstinéni vnitfniho prostoru vlivem povrchového rozlozeni
volnych ndbojl na povrchu (jako u kovi)

elektrické pole plisobi na rozlozeni atom( a molekul v dielektriku

Deska z dielektrika vloZzend do homogenniho pole nabitého deskového kondenzatoru
—> pokles napéti na kondenzatoru U < U,, naboj na deskach se neméni
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Uvnit¥ dielektrika ptsobi elektrické pole E jako soudet vnéj$iho pole E, a piidavného pole Ep
(pole polarizaéniho)
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Mechanismy polarizace:
1) Elektronova polarizace — posuv kladné nabitého jddra atomu proti geometrickému stfedu
orbitdlnich elektron(

2) Orientacni polarizace — permanentnich dipdlovych moment
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3) lontova polarizace — posuvy iontl v iontovém krystalu | _ , _ L _ 4 _



Vztah mezi polariza¢nim polem Ep a dipdlovym momentem dielektrika L
/ . s . . . ;g . B
vazané naboje se projevi na rozhrani dielektrika -

Zjednoduseny model: dipdlovy moment ploch nekonecného dielektrika - naboj —a.o,
vektor vzdalenosti ploch b.i o -
. 710 p
o, abfi=—c,V.ii=n,.pV n, - hustota dipéli p 3 p .
b

P= n,.p dipdlovy moment jednotky objemu — nazyva se polarizace [P]= C.m2

P=—c,fi=—5.E =¢,2.E polarizace je obecné tenzorova veliCina

Elektricka indukce

Pole v dielektriku je vhodné vyjadfit pomoci vnéjsich volnych nabojl (na deskach

kondenzatoru)
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Zavedeme vektor elektrické indukce D=¢,.¢,.
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Gaussova véta v dielektriku

j divDdV = q& D.fids = [ pdv

v 5 v
plati lokalni vztah divD = p
pro hustotu volného naboje (plati v Iatkovém prostredi i ve vakuu)
obecné plati: rotE=0 E=-gradg (obecné neplati rotD=0 )
Hustota energie pole: ve vakuu  ¢g,= £-E?

v linedrnim izotropnim dielektriku Ep(F)=%E(F).[3(F)

Pole bodového naboje v homogennim dielektriku g[Sf).ﬁdS =Q
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Dielektricka koule v homogennim vnéjsim elektrickém poli

Rotacni elipsoid se polarizuje homogenné s polarizaci P
v homogennim vné;jSim elektrickém poli E,

vnitini pole  E=E,+E,
vazany naboj na povrchu koule
Vypocet Epse provadi pro stfed koule integraci pres kulové vrstvy
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Depolarizacni faktor: N = 1/3 (koule)
N =1 (kolmo na vrstvu)
N =0 (vose dlouhého valce)
N =% (kolmo na osu valce)
N,+ N, +N.=1 (podél tfi hlavnich os a, b, c rotacniho elipsoidu)
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. naboje na povrchu dielektrika
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Rozhrani dvou dielektrik

Er2
bez pfitomnosti volnych ndbojd (vodi¢d) - divD=0
n
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Normalové slozky elektrické indukce D se pfi prdchodu rozhranim neméni.
Plati obecné: j(rotﬁ).ﬁds =qSE.dF:O > E,=E,
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Tecné slozky intenzity pole E jsou spojité

Zakon lomu silocar elektrického pole E (bez pfitomnosti volnych naboja)
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spolu se zakonem lomu magnetickych silocar
E, vede na Snell(iv zakon lomu elektromagnetickych vin



Piezoelektricky jev

1880 Pierre a Jacques Curie

schopnost krystalu generovat elektrické napéti pfi deformaci
v krystalech, které nemaji stred symetrie
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Ptiklad: monokrystal kfemene, Seignettova sl (vinan sodno-draselny),
keramické materialy se strukturou perovskitu (smiSené krystaly PbZrO; a PtTiO,)

Pouziti: gramofonova prenoska, mikrofon, zapalovac
Opacny jev: elektrostrikce

pouziti: mikroposuv, generator ultrazvuku, sonar



